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 要  旨 
紫外光源は殺菌灯や蛍光体励起型照明、医療分野と幅広い応用が期待できる。ダイヤモンドはバンドギャップ
が 5.47eVと広いため紫外光源として期待されている。これまで発光ダイオー ド（LED）が開発され高いポテンシャ
ルが示されている。ダイヤモンドLED の作製では pn 接合形成のため単結晶ダイヤモンドのホモエピタキシャル
成長が必要とされている。しかしSi 基板のような大面積のダイヤモンド基板は作製が困難であり、現状では生産
性の向上は困難である。一方、多結晶ダイヤモンドは大面積 Si 基板上に容易に成長が可能であり、生産性にお
いて有利である。 
我々の研究室では、ダイヤモンドの優れた電界放出特性に着目し、電界放出源とUV 発光部を同一基板上に
集積した電子衝突型のB(ボロン)ドー プ多結晶ダイヤモンドUV発光素子を提案している。これまで作製した素子
に高電界を印加することによってダイヤモンドからの電界放出と電子衝突励起による可視域の発
光を観測した。しかし、従来行っていたバイアス法を用いた不純物ドープにはプラズマ中の炭化
物などが LaB6電極表面に付着し、ドープの精度が低いなどの問題があった。深紫外光を実現する
には,この問題を解決する必要がある。 
本研究では、Bドープの方法をこれまでの不純物電極を用いた方法から B(OCH3)3を用いた方法
に変更することによりドープ精度の向上を目指した。更に、B ドープダイヤモンドの電気特性が
向上すると報告のあったアニール処理、ダイヤモンドの仕事関数が低下すると報告のある水素終
端化を行い電界放出特性を向上させ発光を観測することを目指した。 
今回の実験では Bドープ方法の変更やアニール処理、水素終端化を行うことにより電界放出特
性の向上を確認した。しかし、逆に特性が向上したため従来の二極構造の素子では電流と電圧が
独立して制御できないため、発光に必要な衝突エネルギーを加える前に素子が熱によって破壊さ
れてしまうという問題が起こった。そこで、従来の構造にゲート電極を追加した三極構造を提案
し作製した。この構造においてエミッタ-ゲート間の電界放出を確認し、コレクタに電圧を印加す
ることによりコレクタに電子を引き寄せることが出来た。しかし発光を観測することは出来なか
った。この原因として発光を観測するのに必要な電圧または電流が足りないことが考えられる。
現在の設計ではエミッション電流一定の範囲が狭く発光の電界衝突エネルギー依存性を調べるこ
とが出来ない。またコレクタでの収率が低いため電圧一定にして発光の照射電流量依存性を調べ
ることが出来ない。そのため、今後の課題としては定電流、定電圧で測定できるよう素子構造の
最適化が必要である。実現出来れば小型真空管としての可能性も期待できる。 
 
